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【はじめに】表面を平坦に研磨したシリカガラスを接触し，荷重

をかけて熱処理すると接合する。これまで接合界面間の OH基の

拡散状態を調べるために，OH基濃度の異なるシリカガラスを接

合したものを熱処理したときの OH基の拡散を調べ，≡SiOSi≡ 

+ H2O ⇄ ≡SiOH HOSi≡の反応によって拡散する場合の理論

式（ [ ]OHSi≡)/4(
OHOH 2

―KDD = ； OH2
D は H2O の拡散係数、Kは平衡

定数、[≡SiOH]は OH 基の数量濃度）の通り 1)，OH 基の拡散係

数は OH 基濃度に比例することを示した 2)。前報では拡散係数の

OH 濃度に対する比例係数が 1150C で不連続になることが示唆

された。この現象を確認するために測定温度，加熱時間を増やす

ことによってより精密な測定を行った。 

【実験方法】直接法シリカガラス（[OH] ≈ 1200 wt. ppm），および

スート法シリカガラス（[OH] ≈ 130 wt. ppm）を接合した。その後，

熱処理時間・温度を変えて大気中で熱処理をしたのち，試料片を

切り出し顕微赤外分光光度計で OH基濃度分布を測定した。ボル

ツマン-俣野の方法 3)を用いて各温度での OH 基の拡散係数を求

めた。 

【実験結果】得られた拡散係数 DOHは図 1に示すように OH 基濃

度に比例している。拡散係数の OH基濃度に対する比例係数のア

レニウスプロットを図 2 に示す。前報 2)では 1150C での急増が

見られたが、各温度での測定時間の追加，1200Cでの測定データを追加した結果、比例係数がア

レニウスプロットで直線になった。実験結果からDOHは絶対温度 T、 [≡Si―OH]を用いてDOH = (4.9 

 1.010
-14 

m
2
s
1

wt.ppm
1

) exp(-8.10.310
3
 K /T )[≡Si―OH]となった。 
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Fig. 1. OH conc. dependence of  

the OH-diffusion coefficient. 
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Fig. 2. An Arrhenius plot of the linear 

proportionality factor of Figure 1. 
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